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2m_& 7@cm GaAs MES FET Vorverstarker
2m % 7@cm low cost GaAs MES FET amplifier

by DL 7 @Y

D. Im folgenden Artikel ist ein preiswerter, rauscharmer Verstiarker fir das 2m

und 78cm Band beschrieben, dessen Bauteilkosten DM 25,—— nicht iberschreiten.
verwendung findet der Dual Gate GaAs MES FET NE41137 von NEC (Preis DM 7,70).
Unkritisch im Aufbau, damit auch nachbausicher fir einen "Nicht-Techniker"”

wird dieser Artikel auch den Interessenbereich von Newcomern berihren, welche
sich einen rauscharmen Vorverstarker fir ihren 2m oder 78cm Empfanger selber
bauen michten. Die erreichbaren Rauschzahlen (hdngt von der Streuung der
Transistoren ab +—-.3dH) wurden vom Verfasser, auf 2m mit 0.8dB und auf 70cm
mit 1.2dR, ermittelt. (Insgesamt wurden S5 Stick NE41137 mit folgendem Resultat
gemessen: HBester Z2m 8.6dB, schlechtester 2m mit 1.2 dB. Bester 78cm mit 0.8dEBE
und schlechtester mit 1.6dR) Die Platine besteht aus doppelt kaschiertem Epoxy
1.5mm stark. Die "Inseln” auf der Leiterseite kénnen +Freigefrast, oder auch
geatzt werden. (Fig. 3 Leiterplatte) In Fig. 12 sind die Anschli 2 und die
technischen Daten des FET dargestellt. Fig.l zeigt das Schaltbild. Eingangs-—
seitig bewerkstelligt L1 mit den beiden 1@pF Trimmkondensatoren die 58 Ohm
Anpassung an den FET. Ausgangsseitig wird die Anpassung mittels eines
Transformators (L2 1@:1) vorgenommen. Die Einzelheiten kionnen je nach Band
Fig. 2a und Fig. 2b entnommen werden. Fig. 3 zeigt die Anordnung der Bauteile.
Fig. 4 rzeigt den 78cm Verstarker und Fig. 5 die 2m Version. Die Verstiarkung
der Zm Version liegt bei optimaler Rauschzahl etwa bei 22dB und bei der 78cm
Version bei 14.5dR (Fig.6 und 7). Die Verstarkungswerte liegen etwa 6dR hiher,
wenn der Verstarker ohne Beriicksichtigung auf Rauschwerte abgeglichen wird.

E. Following description is published especially for ."New Comers” and "Not
Technicians"” who like to have a fair improvement for less money, uncritical in
construction, of their receivers frontend. This preamp uses the NEC GaAs dual
gate MES FET NE41137 (price: DM 7.7@). The complete kit below DM 25.——. The
writer of this article has measured the following noise figures: 2m=.8dR and
78cm 1.2dB (depends on different lots +-.3dB). S5 pieces of NE41137 were
measured with following results: Zm best .6dB, waorst 1.2dR, 78cm best .8dE and
worst 1.46dB. The PCR is made from double cladded Epoxy 1.3mm thick. Fig. 2
shows the electrical characteristics and the outline of the package "3I7" and
Fig. 1 shows the circuit diagram. L1 together with the both 1@8pF +trimm—
capacitors matching the S@ Ohms inputimpedance to the needed FET input-
impedance. At the output a transformer (L2 details in Fig. 2a and 2b) is used
to transform the high outputimpedance of the FET down to 5@ Chms. Fig. I shows
the placement of parts. In Fig. 4 the 78cm preamp is shown and in Fig. S the
2m version. The provided gain of the 2Zm amplifier amounts under optimal noise
adjustment 22dB and at the 7@8cm version 14&.5 dBE (Fig. 6 and 7). The max gain
value is &dB higher than mentioned above, but without anv care of the noise
figure.
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FEATURES PHYSICAL DIMENSIONS (Units in mm)

e LOW C gq: 0.03pF 1Yp.
o HIGH Gp55 20dB TYP. at 300 MHz
e LOW NF: 1.3dB TYP. at S00MHz

e LOW COST

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS (Ty=25°C)

SYMBOLS PARAMETERS - UNITS RATINGS

vVDsSx Drain to Source Voltage v 10

VG}S 'Gatel to Source Voltage v -45

vG2s | Gate2 to Source Voltage v -45

i Drain Current mA BO

PY Total Power Dissipation mw 200

Teh Channet Temperature °C 125

Tstg Storage Temperature °C -55 10 +125

GATE 1

PACKAGE CODE - 37
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ELECTRICAL CHARACTERISTICS (Ty-25°C)
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SYMBOLS ] PARAMETERS AND CONDITIONS

UNITS | MIN | TYP

MAX

1 Drain to Source Breakdown Voltage at VG1§=3V, VG2§=0, ID=10uA

Vv 10

_Bvosx
_Ioss 4 Drain Current at VD$=5V. VG250, VG180

mA 20 40

80

_Veastofth |

Gate' to Source Cutoff Voltage at VpS=5V, VG25=0. 1D=100pA

. 3

_Vgasiolf) | B Galéz 10 Source Cutoff Voltage at Vps=5V. VG1§=0, 10=100pA

-3

_le1ss __Gatel Reverse Current a1 VDS=0. VG15-14V, VG25§=0

- 20

1G2SS . Gale2 Reverse Current 8t Vps=0, VG25=14V, VG1§-0

20

o iYtsl . Forward Transfer Admittance at VpS§=5V, VG250, ID=10mA, { = 1,0kHz

7 Ciss :Vj tnput Capacitance at VDS=5V, VG25=0. ID=10mA, f = 1MHz

pF 1.5 2.0

25

Cras Reverse Transler Capacitance at VPS=5V, VG2S=0, ID=10mA, { = 1MHz

pF 0.03

0.04

" Gps. Power Gain 8t VDS=5V., VG25<0, I0=10mA, f = S00MHz

d8 16 20

NF Noise Figure at VDS=5V, VG25=0, ID=10mA, f = SO0MH:z

d8 1.3
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L2 fir (44 MHz Betrieb/for 144 MHz use.
Ringkernabmessungen: 9xéx3am Material: F180b
Ring core dimensions: 9xéx3em material: F10@b
L2 A-A’= 4 Wdg. 9.3es Cul,
L2 A-A"= 4 turn .3ms Cul.
£2 B-B'= 4 Wdg. 8.3ma Cul,
L2 4 turn .3ma Cul.
4 ¥dg. @.3ma Cul,
]

Fig, 2a
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L2 fir 432 MHz Betrieb/for 432 MHz use,
Ringkernabaessungen: 4x2.3x3ma Material: F1Q@b
Ring core disensions: 4x2.3x3Ime material: FlBBb
L2 A- A" { Wdg. @ 3am Cul,

1 turn ,3em Cul,

{ Wda. 8. 3sa Cul.

1 turn . Jam Cul,

1 Wdg. 8.3%am Cul.

1 turn .Imm Cul.
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Fig.4 78cm preamp. Vorverstirker

Fig.S 2m preamp./Vorverstairker
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E. i proamp-kit incleding: | Babs
FET WE41137, I discchipcapacitors, 3
IbgF FIFE trisscapacitors, | ring=
core andl pcbe ONZLMB- 0. Ia Wor-
verstirker-Rausats beinhaltet: | Bk
FET ME4ELST, 5 rende Chiplondessato-
ren, 1 IlgF Teflon Trisskondensate-
ren, | Ringhern und Flatines 7], 88-
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In frecemncy resgonse and returnloss response. Fig. 7 Mca frequencyrespanse iad returnlossresposse.
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